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(57) Die Erfindung betrifft einen Multichipmodul fur hohe 
Schaltgeschwindigkeiten, bei dem die elektrische 
Verbindung der Halbleiterchips durch Bondbrucken und 
vorbereitete Kontaktinseln erfolgt. Hierfur sieht die 
Erfindung vor, daS die Tragerbor.dflachen und die 
Chipbondflachen an der Peripherie der Chips in einer 
solchen Reihenanordni ng vorgesehen sind, daS jeder 
Signaiieiterbondflache mindestens zu beiden Seiten 
benachbart eine Poter.tialleiterbondflache angeordnet ist, 
daS die Bonddrahte von den Chipbondflachen zu den 
Tragerbondflachen in jed ir Reihe mit gleicher Loopform, 
gleicher Loophohe ausgebildet und parallel gefuhrt sind, 
daG die Ankontaktierungspunkte der Bonddrahte auf den 
Chipbondflachen und Tragerbondflachen auf gleicher Linie 
angeordnet sind und daB die Tragerbondflachen mit zum 
Rand der Tragerplatte fuhrenden Leiterzugen in paralleler 
Anordnung verbunden sind. Fig. 2 
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Patentanspruche: 

1 . Multichipmodul mit hochdichter Mehreb6nenverdrahtungsstruktur, bei dem auf dor oberen 
Schichtebene Chipbondflachen aufweisende Halbleiterchips befestigt und Tragerbondfiachen zur 
elektrischen Verbindung zwischen den Chipbondflachen der Halbleiterchips und den an den 
Tragerbondfiachen angeschlossenen Leitungsverbindungen fur Signal- und 
Stromversorgungsleitbahnen und/oder AuBenanschlussen mittels Bonddrahtbrucken 
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerbondfiachen (6) und die 
Chipbondflachen (4) an der Peripherie der Chips (2) in einer solchen Reihenanordnung vorgesehen 
sind, daB jeder Signalleiterbondflache mindestens zu beiden Seiten benachbart eine 
Potentialleiterbondflache angeordnet ist, daB die Bonddrahte (5) von den Chipbondflachen (4) zu 
den Tragerbondfiachen (6) in jeder Reiho (A, B, C) mit gleicher Loopform, glaicher Loophohe 
ausgebildet und parallel gefuhrt sind, daB die Ankontaktierungspunkte der Bonddrahte (5) auf den 
Chipbondflachen (4) und Tragerbondfiachen (6) auf gleicher Linie angeordnet sind und daB die 
Tragerbondfiachen (6) mit zum Rand der Tragerplatte (1 ) fuhrenden Leiterzugen (7) in paralleler 
Anordnung verbunden sind. 

2. Multichipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Bonddrahte (5) der 
Potentialleiter dicker als die Bonddrahte (5) der Signalleiter sind. 

3. Multichipmodul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Chipbondflachen (4) und/oder 
Tragerbondfiachen (6) des Potentials groBflachiger als die der Signalleiter ausgebildet sind. 

4. Multichipmodul nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungsflachen (11) 
der Signalleiter mit U-formrgen Veroindungsflachen (12) der Potentialleiier umgeben sind. 

5. Multichipmodul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB zur Sicherung der Parallelfiihrung 
die benachbarten Bonddrahte (5) mit einem Halterungsmittel beabstandet sind. 

6. Multichipmodul nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daB als Halterungsmittel ein 
Harzklober vorgesehen ist. 

7. Multichipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein zwischen den Chips (2) 
befindlichesRedundanzleitersystem(10)durch konsequente Parallelfuhrung von Bonddrahten(B) 
uberbruckt ist. 

8. Multichipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Reihenanordnung aus drei 
Reihen (A, B, C) besteht. 

9. Multichipmodul nach Anspruch 1 und 8, dadurch gekennzeichnet, daB jede Signalbondflaohe von 
einem Kreis von Potentialbondflachen umgeben ist. 

1 0. Multichipmodul nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die mit den 

Verbindungsflachen (11) uber Vias verbundenen Signalleiter in den anderen Leiterzugebenen 
nahe von Potentialleitern angeordnet sind. 

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 
Anwendungsgeblet der Erf indung 

Die Erf indung betrifft einen Verdrahtungstr 3ger fur die elektrische Verbindung von Halbleiterchips hoher Schaltgeschwindigkeit 
uber Bonddrahtbriicken und vorbereitete Kontaktinseln. Solche Verdrahtungstr8ger werden belspielsweise zur Aufnahme und 
Verdrahtung von hochintegrierten Logik- und Speicherschaltungen in Form von gehSuselosen Nacktchips bendtigt, um die 
Packungsdichte, Verdrahtungsdichte und Zuverlassigkeit von elektronischen GerSten der Datenverarbeitung, 
Nachrichtentecbnik und Mikrorechentechnik weiter zu erhohen. 

Churakterlstik der bokannten technltchen Ldtungen 

Von der Herstellung kompakter Baugruppen mit hochintegrierten Halbleiterchips (HL-Chlps) ist es bekannt, die Kontaktierung 
dor HL-Chips mit dem Verdrahtungstr3ger uber Bonddrahte von automatischen Drahtbondern ausfuhron zu tassen. Diese Art dor 
Kontaktierung ist wirtschafilich und in gowissen Grenzen frei wahlbar. AuSerdem ist sio fQr alio bekannten Verdrahtungstrager 
in Leiterplattontechnik, Dick- und Dunnschichttechnik einsetzbar. Ein solcher VerdrahtungstrSger mit hochpoligen 
Halbleiterc hips ist aus dem DD-WP 243 144 bekannt. Bei dieser Losung wiru jedes Bondfenster des Haibleherchips mit dem 
dazugehorigen Bondfenster auf dem Verdrahtungstr8ger uber einen Bonddraht etektrisch verbunden. Mit »Jer Zunahme des 
Integrationsgrades steigt die Anzahl der anzuschlieBenden Bondinseln. Dieser Trend zwingt zum Einsatz von immer kleinor 
wcrdenden Bondflachcn und dunnen Bonddrahten. So kommt es, dafi heute Bonddrahte von 15pm bis 500pm Dicke vorarbeitet 
warden mussen. Deshalb wird das Dickdrahtbonden 000pm... 500pm) meistens mit Alumlniumdrahten ausgefuhrt. 
Diinndrahtbonder verarbeiten aufgrund dor hoheren Prfizision und des notwendigen Drahthandlings fast ausschliefilich 
Golddraht. Ein Hyoridbondor ist von seiner mechanfschen Konstruktion sowie seiner elektronischen Auslegung, einschlieOlich 
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Softwarteunterstutzung, in der Lage, unterschiedliche Bondparameter zu akzeptieren. Die Software in Verbindung mit einem 
modernen Bilderkennungssystem erlaubt es, Bondparameter, wie Bondgewicht, Ultraschallenergie, Ultraschallteit, Loophdhe, 
Loopform, ai omatische Fokussierung bei unterschiedllchen Chipdicken und unterschiedllchen Oberfiachenkontrasten, zu 
programmieron. Die Sondnadel kann in drei Dimensionen im Selbst-Lemverfahren frei programmiert warden. Aufgrund der 
Lange des Bonddrahtes, der Fuhrung des Bonddrahtes im freien Raum und der willkurlichen Fuhrung der Loiterzuge in den 
Verdrahtungsebenen des Verdrahtungstragers ist diese Art der Hersteliung einer Hybridschaltung fur hochfrequente 
Schaltsignale nicht ausreichend. In alien bekannt gewordenen Schriften wurden HF-technische Gecichtspunkte bei der 
Realisierung dor Verdrahtung nicht beachtet. Einer Weiterverwendung der bekannten Herstellungstechnologie von Hybrid-IS 
b3i hochfrequenten Schallungen stehen die Serieninduktivitat, die Koppelkapazitat und der unkontrollierte Wellenwiderstand 
entgegen. Moderne Schaltungen erfordern deshalb zur vollen Nutzung ihrer progression elektrischen Konnwerte eine 
vcrbesserte Bondtechnologie, die auch HF-Gesichtspunkte beachtet. 

Aus der DE-OS 21 04057 ist eino olektrische Verbinderanordnung bekannt, bei der jeder Signalkontakt von Erdkontakten 
umgeben ist. Da in dieser Verdffentlichung ledigl ich auf eine Trennstelle eingegangen wird, ist eine Anleitung fur die Bonddraht- 
und Leitungsfuhrung und Bondstellenausbildung bei Multichipmodulen hoher Schaltgeschwindigkeit nichlzu ontnehmen. 



Zieldor Erfindung 

Die Erfindung hat das Ziel, die HF-Eigenschaften der Leiterverbindungen bei einem Mullichipmodulzu verbessern und eine 
kostengunstige Hersteliung bei hoher Packungsdichte zu ermoplichen. 



Dorlegung des Wesons der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Storimpulse durch Ubersprechen zu vermindern, den Wellenwiderstand bei den 
Verbindungsleitungen kontrollierbar zu gestalten und eine berechenbare Signalausbreitungsgeschwindigkeit zu schaffen. 
ErfindungsgemSG wird die Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil der Patentanspruche angegebenen Merkmale gelosl. 
Das Wesen der Erfindung besteht in einer strengen Parallelfuhrunp alter Leitungsverbindungen und in der Abstimmung der 
elektrischen Kennworte durch die gemischle Anwendung von Dunn- und Dickdrahtbonddrahten und Fuhrung der Leiterzuge in 
vorbestimmten Verdrahtungskanalen. 



Ausfuhrungsbelsplel 

Die Erfindung soli an einem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert warden. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 : einen Randabschnitt eines Multichipmoduls, 

Fig. 2: eine Seitenansicht des Randabschnittes gemaft Fig. 1, 

Fig. 3: einen Bereich 2wischen zwei Halbleiterchips. 

Der Randabschnitt in Fig. 1 zeigt eine Tragerplatte 1, auf der ein Chip 2 durch die Klebefiache 3 positioniert ist. Die Tragerplatte 1 
ist beispielsweise is KeramiktrSger mit mehrlagiger Dunnschichtverdrahtung ausgebjldet. Das Chip 2 ist euf der Oberseite an 
der Peripherie mit einer Reihenanordnung von Chipbondfiachen 4 versehen, auf denen in bekannter Weise ein Ende von 
Bonddrahten 5 befestigt werden kann. (Es sind zur Erhaltung der Ubersichtlichkeit nur die 3uBeren Bonddr3hte 5 gezoigt.) Zur 
Anordnung der anderen Enden der Bonddrahte 5 und zur elektrischen Verbindung des Chips 2 mit den Signal- und 
Stromversorgungsleitbahnen und/oder den AuBenanschliissen sind auf der Tragerplatte 1 gleichviele Tragerbondflachen 6 
unmittelbar an der Chipkante ausgebildet. Die Tragerbondflachen 6 werden in ublicher Verbindungstechnik mit den 
Verdrahtungsebenen des Keramiktragers verbunden, sodaS auf eine nShere Beschroibung verzichtet werden kann. Die 
Tragerbondflachen 6 konnen durch Leiterzuge 7 auch an Anschlusse 8 gel uhrt werden, die sich am Rand dor Tragerplatte 1 
befinden. Fur die Ausfuhrung der Anschlusse 8 gibt es mehrere Ausbildungsformen, von der lediglich, da die Gestaltung nicht 
erfindungswesentfich ist, eine auf die Tragerplattenunterseite fuhrendo AnschluRklemme dargestellt ist. In der Seitenansicht 
gemafi Fig. 2 sind die Anschlusse 8 deutlicher zu sehen. Die Anordnung fur dio Chipbondfiachen 4 und Tragerbondflachen 6 kann 
ein-, zwei- oder mehrreihig sein. In der Zeichnung sind drei Reihen A, B, C dargestellt. Die Verdrahtung der Reihen A, B, C stelll 
das Weson der Erfindung dar. 

Zur Sicherung der gewunschten guten elektrischen Eigenschaften von Signalleitern sind diese links und rechts bei Verwondung 
nur einer Reihe A benachbart von Potentialleitorn umgeben. 

Unter dem Begrif f Potentialleiter sollen Masso- und alle anderen Spannungsversorgungsleiter verstanden werden. Um 
Storstollen weitgehend auszuschliafSen, wird die strenge Parallelanordnung von Signal- und Potontialleitern vom Halbleiterchip 
beginnond bis zu den Anschlussen 8 biw. bis zum nachsten Halbleiterchip beibehalten. Da sich die Loopform und Loophdhe 
beim automatischen Drahtbonden programmieren ISfit, ist die gleichformige rSumliche Zuordnung von Signal- und 
Potentialleitern mit engen Toleranzen moglich. Unterstutzt wird dieses Verfahren durch eine standardisierte 
Bondstellenanordnung auf dem Chip 2 und auf der Tragerplatte 1. Die Bondstellen sind somit abwechselnd mit statischem 
Potential (Masse, Spannung) bzw. mit den Potential des Signalleiters belegt. 

Bei ECL Halbleiterchips kann es notwendif, werden, dafi zwischen zwei PotentialbonddrShten zwei Signalbonddrfihta 
eingebettot sind. Dio Flache der Bondinseln ist der verwendeten Bonddrahtstflrke angepaSt. 

In ejner Weiterentw.cklung ist vorgesehen, dntt f ur die Signalleiter dur.ne und fur die Potentialleiter dicke Bonddrahte verwendet 
werden. 
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Bei einer hohen Packungsdichte und Heinem Rss-erabstand der Bondinseln ist zum Vermeiden von Kurzschlussen zwischen 
benathbarten BonddrShten eine Beabstandung dnrch einen Harzklebertropfen 9 vorgesehen. Die BonddrShte konnen auch mit 
Isolation versehen seln. 

Da die Zeichnung die Reihen A, B, C zeigt, sind auch drei HarzWebertropfen 9 dargestellt, die auch raupenformig ausgebildet 
werden konnen. Die Bonddrahte 5 werden in jeder Reihe A, B, C mit gleicher Loopfor m, gleicher Loophohe ausgebildet und 
parallel gefuhrt. Die Ankontaktierungspunkte rier Bonddrahte 5 auf den Chipbondfiachen 4 und TragerbondflSchen 6 werden auf 
gleicher Linie angeordnet, z. B. genau im Zentrum der Bondfiachen. Auch die Leiterzuge 7, die von den Tragerbondflachcr, 5 zu 
den Anschlussen 8 verlaufen, werden konsequent in paralieler Anordnung gefuhrt. Werden die Chipbondfiachen 4 und 
TrfigerbondflMchen 6 in drei Reihen A, B, C angeordnet, dann lassen sich Signalleiter mit hohen Frequenzen mit einem Kreis von 
Potentialbondf lachen umgeben. So wurden in Fig. 1 in den Reihen B beispielsweise die vierten und sechsten Chipbondfiachen 4 
und Tragorbondflachen 6 von /inks voll schwarz gezeichnet, wahrend alle anderen FlSchen hell dargestellt sind. Das heiBt, dio 
vierten Bondfiachen und die sechsten Bondfiachen gehoren zu einer Signalleiter-, die anderen Bondstellen zu einer 
Potentialleiterverbindung. Die in der Reihe B zwischen den Bondfiachen der Signalleiter befindliche Bondfiache fur einen 
Potentialleiter (helle BondflSche) ist also quasi beiden Signalleiterfiachen gemeinsam zugeordnet. , 
Wie bereits dargelegt wurde, konnen die Bonddrahte 5 fGr die Chipbondfiachen 4 und Trfigerbondfiachen 6 mit 
jnterschiedlichem Durchmesser ausgebildet werden. Deshalb ist es zweckm3Gig, fur die dickeren Bonddrahte 5 der 
Potentialleiter euch groBflfichigere Bondfiachen vorzusehen. Die Geometrie dieser Bondfiachen kann guadratisch, rechteckig 
odcr auch U-formig sein, wie es in Fig. 3 dargestellt ist. Fig. 3 zeigt einen Bereich zwischen den Chips 2, die sich an den Enden der 
Leiterzuge 7 befinden. In der Mitte des Bererches befindet sich ein Redundanzleitersystem 10, das keine Verbindung zu den 
bisher genannten Leitungsverbindungen hat . aberzur Verbindung zweier Chips 2 uberbruckt werden muS. Dazu befinden sich 
zu beiden Seiten des Redundanzleitersystems 10 Verbindungsflachen 1 1 fur Signalleiter und Verbindungsflachen 12 fur 
Potentialleiter. Die Verbindungsflachen 1 2 sind U-formig ausgebildet und umgeben die Verbindungsflachen 1 1 klammerartig. 
Fig. 3 1 macht deutlich, daB auch das Redundanzleitersystem durch parallel angeordnete Bonddrahte uberbruckt wird. Die mit den 
Verbindungsflachen 1 1 iiber Vias vorbundenen Signalleiter werden in den anderen Leiterzugebenen nahe von Potentialleitern 
angeordnet. 
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